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【背景】 

近年、アナログニューロモーフィクデバイスへの応用を目的として、各種メモリスタ素子が注

目されている[1]。特にスピンを利用した磁壁駆動型メモリスタ素子は、コンダクタンス変化の線

形応答性、不揮発性、高速書き込み性、高信頼性などの特徴が期待されることから、主にシミュ

レーションベースでの検討が報告されてきた[2]。本報告では、実際に素子レベルで磁壁駆動型の

スピンメモリスタを作製し、コンダクタンスの変化、特に線形的な応答に注目して検討を行った

結果について報告する。 

【実験】 

磁壁駆動型メモリスタ素子の膜構成は、Si基板/下地層 /磁壁駆動層/CoFeB 自由層 /トンネルバ

リア層 /CoFeB 参照層 /SAF 固定層である。スパッタ成膜後、フォトリソグラフィ、Arミリング

等を行い、線幅 160~300 nm、素子長 2000 nm の素子を作製した。コンダクタンス測定には、パ

ルスジェネレータ、ソースメータ等を用いた。 

【結果】 

Fig.1に電流パルスによって磁壁を駆動させた場合の、スピンメモリスタ素子のコンダクタンス

変化を示した。コンダクタンスは、素子の磁化の関係性に従い、正方向の電流パルスを印可した

場合にはパルス数に応じて線形に減少し、電流方向を反転させ負のパルスを印可した場合には同

じくパルス数に応じて増加し、いずれの過程におい

ても線形かつ対称的な応答が得られることを確認で

きた。これは、電流パルス数に応じて磁壁が電子の

流れる方向と同じ方向に移動し、素子の磁化状態が

平行から反平行（反平行から平行）へと徐々に変化

することに起因する。本講演では磁壁駆動の詳細に

関して報告を行う。 
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Fig.1 Conductance response of a spin 

memristor with driving current pulse as (a) 

+1.5×108 A/cm2, (b) -1.5×108 A/cm2. 
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